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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques —
Généralités

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondia/s lisatibg composée

de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de | objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation d ) lectricité
et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Noy, eurvélaboration
est conf|ee a des comités detudes aux travaux desquels tout Comité nati pa es jet traité peut

partlmpent également aux travaux. La CEl coIIabore étroitement avec | L ernatlo ale de Normal|sat|on
(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisa >

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, i de la CEIl s'engagent a appliquer de
8Si \ ternatlonales de la CEIl dans leurs normes

nationales et régionales. Toute divergence CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée S

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure me indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand urnmatexjel e e de ses normes

ents de la présente Norme internationale peuvent faire
alogues. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de
€ pas avoir signalé leur existence.

I’ objet de droits de propriétéNntellecttielte ou te
ne pas avoir identifi @c its de ata

Cette pr: \ place partiellement la deuxiéme édition de la CEIl 60747-5 (1992) et
constitue i i i isé

Elle doit étre lue conjgintement avec la CEI 60747-1, la CElI 62007-1 et la CEl 62007-2.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEl 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-1: Optoelectronic devices —
General

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory Work International, governmental apd ™ e
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté itk Intergational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete B

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techhical( m

3) The documents produced have the form of xeco

4) In order to promote international unificatio,

5) The IEC provides no mrk|n proce

6) Attention is drawn4Q the
of patent rights. @ C

It should be read jotrtly with IEC 60747-1 and IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of this standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-1: Dispositifs optoélectroniques —
Généralités

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEl 60747 a pour sujet la terminologie propre ositifs opto-
électroniques a semiconducteurs.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositio ar sulte de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour partie ple la CEl 60747.
Au moment de la publication, les éditions indiquées é t |1es’ parties prenantes
aux accords fondés sur la présente partie de la ¢ invitées a rechercher la

normatifs indiqués ci-

possibilité d'appliquer les éditions les plus récent
3 \ ormes internationales en

aprés. Les membres de la CEIl et de I'lSQ possegd
vigueur.

CEl 60050(731):1991, Vocabulaire , International (VEI) — Chapitre 731:
Télécommunications par fibres optiques

CEI 60050(845):1987,
Eclairage

CEl 60664-1:19
basse tension —

1) Emission
associés.

2) Ces ondes électramagnétiques ou ces photons.

3.2 Rayonnement optique (VEI 845-01-02)

Rayonnement électromagnétique dont les longueurs d'onde sont comprises entre le domaine
de transition vers les rayons X (=1 nm) et le domaine de transition vers les ondes
radioélectriques (=1 nm).

3.3 Rayonnement visible (VEI 845-01-03)

Rayonnement optique susceptible de produire directement une sensation visuelle.

NOTE - Il n'y a pas de limites précises pour le domaine spectral du rayonnement visible; ces limites dépendent du
flux énergétique disponible et de la sensibilité de I'observateur. La limite inférieure est prise généralement entre
360 nm et 400 nm et la limite supérieure entre 760 nm et 830 nm.
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-1: Optoelectronic devices —

General
1 Scope
This part of IEC 60747 deals with the terminology relating to the semicong optoelectronic
devices.
2 Normative references
The following normative documents contain provisions whic gh refexencé in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60747. At the time 0 Mxthe gditions indicated

were valid. All normative documents are subject to r 3 greements based
plying the most recent
editions of the normative documents indicated C and ISO maintain

registers of currently valid International Standard$

IEC 60050(731),1991, International Ele chh 5 (IEV) — Chapter 731: Optical
fibre communication

IEC 60050(845):1987, Internationg oz%cal Wocabulary (IEV) — Chapter 845: Lighting

3.2 Optical radiation (IEV 845-01-02)

Electromagnetic radiation of wavelengths lying between the region of transition to X-rays
(=1 nm) and the region of transition to radio waves (=1 nm).

3.3 Visible radiation (IEV 845-01-03)

Any optical radiation capable of causing a visual sensation directly.

NOTE - There are no precise limits for the spectral range of visible radiation since they depend upon the amount of
radiant power available and the responsivity of the observer. The lower limit is generally taken between 360 nm and
400 nm and the upper limit between 760 nm and 830 nm.
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3.4 Rayonnement infrarouge (VEI 845-01-04, spécialisé)

Rayonnement optique dont les longueurs d'onde sont supérieures a celles du rayonnement
visible.

3.5 Rayonnement ultraviolet (VEI 845-01-05, spécialisé)

Rayonnement optique dont les longueurs d'onde sont inférieures a celles du rayonnement
visible.

3.6 Lumiére (VEI 845-01-06, sans la note 2 qui n'est pas appropriée)

3.6.1 Lumiére pergue (voir VEI 845-02-17)

3.6.2 Rayonnement visible (voir VEI 845-01-03)

NOTE - Le concept 2 est parfois employé pour des rayonnements optiques_s'étendant\e domaine

visible, mais cet usage n'est pas recommandé.

cohérent ou non co

2) Dispositif & &
interne.

4.3.1 Diode laser (a’semiconducteurs)
Diode a semiconducteurs qui émet un rayonnement optique cohérent par une émission

stimulée résultant de la recombinaison d'électrons libres et de trous lorsqu'elle est excitée par
un courant électrique de valeur supérieure au courant de seuil de la diode.

NOTE - La diode laser est montée sur une embase ou dans un boitier avec ou sans moyen de couplage (par
exemple, lentille, fibre amorce).

4.3.2 Module a diode laser

Module qui comprend avec la diode laser un moyen pour la stabilisation optique et/ou
thermique automatique du flux énergétique.

4.4 Diode électroluminescente

Diode a semiconducteurs, autre qu'un laser a semiconducteurs, capable d'émettre un
rayonnement visible lorsqu'elle est excitée par un courant électrique.
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3.4 Infrared radiation (IEV 845-01-04, specialized)

Optical radiation for which the wavelengths are longer than those for visible radiation.

3.5 Ultraviolet radiation (IEV 845-01-05, specialized)

Optical radiation for which the wavelengths are shorter than those for visible radiation.

3.6 Light (IEV 845-01-06, without note 2 which is not relevant)
3.6.1 Perceived light (see IEV 845-02-17)

3.6.2 Visible radiation (see IEV 845-01-03)

recommended.

3.7 Photoelectric effect (from IEV 845-05-33: photoelectric dé

Interaction between optical radiation and matter resulting i
consequent generation of mobile charge carriers, thegeb
temperature changes.

4 Types of devices

2) A semiconductor de

4.2 Semicondu@

_radiation for its internal purposes.

that directly converts electric energy into optical radiant

A semiconductornndiode that emits coherent optical radiation through stimulated emission
resulting from the retombination of free electrons and holes when excited by an electric current
that exceeds the threshold current of the diode.

NOTE — The laser diode is mounted on a submount or in a package with or without coupling means (e.g. lens,
pigtail).

4.3.2 Laser-diode module

A module containing, together with the laser diode, means for an automatic optical and/or
thermal stabilization of the radiant output power.

4.4 Light-emitting diode (LED)

A semiconductor diode, other than a semiconductor laser, capable of emitting visible radiation
when excited by an electric current.
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4.5 Diode émettrice en infrarouge

Diode a semiconducteurs, autre qu'un laser a semiconducteurs, capable d'émettre un
rayonnement en infrarouge lorsqu'elle est excitée par un courant électrique.

4.6 Dispositif photosensible (& semiconducteurs)

Dispositif a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour détecter un rayonnement
optique.

4.7 Récepteur photoélectrique (a semiconducteurs)

Dispositif a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour rece
optique.

rayonnement

4.8 Photorésistance (a semiconducteurs), cellule photoconductrice
(VEI 845-05-37, spécialisé)

Récepteur photoélectrique a semiconducteurs qui utilise conductivité

4.9 Photopile, cellule photovoltaique  (VEI 845-05¢38

Récepteur photoélectrique qui utilise
rayonnement optique.

4.10 Photodiode (VEI 845-05-39)

nt photo€lectrique est produit par I'absorption
uneNonction>)PN entre les semiconducteurs, ou d'une

&tal

4,13 Photocoupleur,\gptocoupleur
Dispositif optoélectronique a semiconducteurs congu pour le transfert de signaux électriques

par l'utilisation d'un rayonnement optique, afin d'assurer un couplage ainsi que l'isolement
électrique entre I'entrée et la sortie.

5 Termes généraux

5.1 Axe optique

Ligne autour de laguelle le diagramme principal de rayonnement ou de sensibilité est centré.

NOTE - Sauf spécification contraire, I'axe optique coincide avec la direction du rayonnement maximal ou de la
sensibilité maximale.
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4.5 Infrared-emitting diode (IRED)

A semiconductor diode other than a semiconductor laser capable of emitting infrared radiation
when excited by an electric current.

4.6 (Semiconductor) photosensitive device

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical radiation.

4.7 (Semiconductor) photoelectric detector

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical radiation.

produced by the absorption of optical radiation.

4.9 Photoelement, photovoltaic cell (IEV 845-05-38)

optical radiation.

4.10 Photodiode (IEV 845-05-39)

optical radiation_to provide coupling with electrical isolation between the input and the output.

5 General terms

5.1 Optical axis

A line about which the principal radiation or sensitivity pattern is centered.

NOTE - Unless otherwise stated, the optical axis coincides with the direction of maximum radiation or sensitivity.
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5.2 Accés optique (d'un dispositif optoélectronique a semiconducteurs)

Configuration géométrique référencée a un plan extérieur ou une surface extérieure du
dispositif et destinée a spécifier le rayonnement optique émis par un dispositif émetteur ou
recu par un dispositif récepteur.

NOTE - La configuration géométrique doit étre spécifiée par le fabricant a I'aide de parametres géométriques, par
exemple:

— position, forme et taille de la zone émettrice ou réceptrice,

— angle d'émission ou de réception,

— autres parametres, tels que: ouverture numérique de la fibre optique,

— orientation de I'axe optique.

Exemples:

Signification des annotations dans les figures:

a = angle d'émission

'ZD | = acces optique de diametre D

Réf. = lieu de référence pour la définition g€ I'acces op

Exemple I:  Dispositifs avec fibre a

-<
——

Réf.: Gaine optique

>

7

N
.

\‘

NN \\\\\'\
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D\
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CEI 1011191

Figure 1a — Dispositif avec fibre amorce nue
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